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스플 는 OLED  동하는 드라 빙 트랜지스  상  드라 빙 트랜지스  동  어하는 스 칭 트랜
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특허청  

청 항 1 

다 드(OLED) ;

상  OLED  동하는 동 트랜지스 ;

상  동 트랜지스  동  어하는 스 칭 트랜지스  비하고,

상  스 칭 트랜지스  동 트랜지스  각 층  비 질 실리  , 도  달리하는 실리

사 드에 해 결 어 상  동 트랜지스  층  상  스 칭 트랜지스  층에 비해 큰 경

 가지는 것  특징  하는   스플 .

청 항 2 

다 드(OLED)  동하는 동 트랜지스 , 상  동 트랜지스  동하는 스 칭 트랜지스  

비하는   스플  하는 에 어 ,

에 비 질 실리  막  하는 단계;

상  스 칭 트랜지스 에 하는 역에 비해 동 트랜지스 에 하는 역에  상  낮  도

가지는 실리사 드  상  비 질 실리 에 하는 단계;

상  실리사 드  해 상  비 질 실리  결 하여 상  스 칭 트랜지스 에 하는 역에 비해

상  동 트랜지스 에 하는 역에  상   결  크  가지는 다결  실리  하는 단

계;

상  다결  실리  닝하여 상  스 칭 트랜지스  동 트랜지스  층에 하는 실리  아

랜드  하는 단계; 그리고

상  실리  아 랜드  하여 스 칭 트랜지스  동 트랜지스  하는 단계;  포함하는 것  특

징  하는   스플  .

청 항 3 

 2 항에 어 ,

상  실리사 드  하는 단계는:

상  비 질 실리  막 에 어도 상  동 트랜지스 에 하는 역  는 캡핑 어  하는 단

계;

상  캡핑 어가   체 에  티클  착하는 단계;

열처리에 해 상   상   비 질 실리  막  산시  실리사 드  하는 단계; 그리고

상  실리사 드  해 상  비 질 실리  결 하는 단계;  포함하는 것  특징  하는  

 스플  .

청 항 4 

 3 항에 어 ,

상  실리사 드  하는 단계에 ,

상  캡핑 어는 상  스 칭 트랜지스 에 하는 역과 동 트랜지스 에 하는 역  

, 상  스 칭 트랜지스 에 하는 역에  비해 동 트랜지스 에 하는 역에  상  꺼

운 께  가지는 것  특징  하는   스플  .

청 항 5 

 2 항 내지  4 항  어느 한 항에 어 ,
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상  실리사 드는 니 에 해 는 것  특징  하는  스플  .

  

 상 한 

     

         하는 술  그 야  래 술

본  액티브 매트릭스 TFT  스플   그 {Active Matrix TFT organic light[0006]

emitting display and Fabrication method thereof}에 한 것 다.

  다 드(OLED)  하는 능동  컬러 상 시 치는 각 가 아날 그 상 신  샘플링[0007]

하는 스 칭(샘플링) 트랜지스 , 상 신  지하는 리 커 시 (memory capacitor) , 리 커

시 에  상 신  압에 라 OLED에 공 는  어하는 동(드라 빙) 트랜지스  하

는 2개  트랜지스  1개  커 시 (capacitive element)  루어진 가 가   고 

다. 것   2T(two transistors)-1C(one capacitor)   그러한   가 본 특허 공개

공보 2002-156923 에 개시 어 다. 

 스 칭 트랜지스  드라 빙 트랜지스  채  비 질 실리  또는 다결  실리  [0008]

다. 스 칭 트랜지스 는  압  동 트랜지스 에 공 하는 스 칭 므  낮  누  압  빠

 답  다. 그리고 동 트랜지스 는 다 드에  공 하  에 시간 

에 해  신뢰  다.

비 질 실리   동도 (mobility)가 낮고 고  동  어 운 결  가지 , 특  에 해 격[0009]

한 질 하(degradation)가 나타난다. 라  비 질 실리  동 트랜지스  재료  합하다.

다결  실리  동도가 고 그리고 에 한 질 하는 비 질 실리 에 비해  낮  에[0010]

다. 그러나 다결  실리  단  결 경계(grain boundary)  통한  누  큰 프

커런트(off-current)가 생한다는 다.

또한, 다결  실리  또 하나  결  균 도(uniformity)가 어지  에 별 균 한 동  특[0011]

얻  어 다. 러한 균 도  약  보상하  해 압 프 그램 식(Voltage program, Sarnoff, SID 98

참 ),  프 그램 식(current program type, Sony, SID 01 참 ) 등  다. 에도 다양한 태  보

상 수단  안 고 는  러한 보상 에 해 가 복 하고 라   계가 다 울 뿐 아니라

 러한 보상 에 한 새 운 가 생한다.

재 OLED  연  과 는 누  고 답  빠 도 가 단순한 고신뢰  OLED  동  개[0012]

다.

         루고  하는 술  과

본  낮  누  스 칭 트랜지스   동도  드라 빙 트랜지스  갖는 양질   [0013]

 스플   그  공한다.

       

본 에 ,[0014]

다 드(OLED) ;[0015]

상  OLED  동하는 드라 빙 트랜지스 ;[0016]

상  드라 빙 트랜지스  동  어하는 스 칭 트랜지스  비하고,[0017]

상  스 칭 트랜지스  드라 빙 트랜지스  각 층  도  달리하는 실리사 드에 해 결 어[0018]

상  드라 빙 트랜지스  층  상  스 칭 트랜지스  층에 비해 큰 경  가지는 것  특징

 하는   스플 가 공 다.

등록특허 10-1270168

- 4 -



또한 본 에 , 다 드(OLED)  동하는 드라 빙 트랜지스 , 상  드라 빙 트랜지스[0019]

동하는 스 칭 트랜지스  비하는   스플  하는 에 어 ,

에 비 질 실리  막  하는 단계;[0020]

비 질 실리  막에 , 상  드라 빙 트랜지스 에 하는 역에 비해 스 칭 트랜지스 에 하는 역[0021]

에  상   도  가지는 실리사 드  하는 단계;

상  실리사 드  해 상  비 질 실리  결 하여 상  드라 빙 트랜지스 에 하는 역에 비해[0022]

상  스 칭 트랜지스 에 하는 역에  상  큰 결  크  가지는 다결  실리  하는 단

계;

상  다결  실리  닝하여 상  스 칭 트랜지스  드라 빙 트랜지스  층에 하는 실리[0023]

아 랜드  하는 단계;

상  실리  아 랜드  하여 스 칭 트랜지스  드라 빙 트랜지스  하는 단계;  포함하는 것[0024]

특징  하는   스플   공 다.

상  실리사 드  하는 단계는:[0025]

상  비 질 실리  막 에 어도 상  드라 빙 트랜지스 에 하는 역  는 캡핑 어  하는[0026]

단계;

상  캡핑 어가   체 에  티클  착하는 단계;[0027]

열처리에 해 상   상   비 질 실리  막  산시  실리사 드  하는 단계; 그리고[0028]

상  실리사 드  해 상  비 질 실리  결 하는 단계;  포함한다.[0029]

상  실리사 드  하는 단계에 는 상  캡핑 어는 상  스 칭 트랜지스 에 하는 역과 드라[0030]

빙 트랜지스 에 하는 역  , 상  스 칭 트랜지스 에 하는 역에 비해 드라 빙 트랜

지스 에 하는 역에  상  꺼운 께  가진다.

하 첨  도  참 하   스플   그  실시  각각 한다.[0031]

도 1a 내지 도 1c는 MIC(Metal Induced Crystallization)에 해 실리  아 랜드  차등 결   보[0032]

는 도 , 도 2a  도 2b는 차등결 에  다결  실리  보 는 SEM 미지 다.

, 도 1a에 도시   같 , (1) 에 비 질 실리 (2)과 캡핑 어(3)  순차  한다.[0033]

도 1b에 도시   같  상  캡핑 어(3) 에 니  티클(4)  스 링 에 해 착 또는  매[0034]

에 산  니  티클  착시킨다.

도 1c에 도시   같  열처리에 해 상  결  다결  실리 (2', POLY-Si)  결 하 ,   [0035]

캡핑 어(3)는 거한다.

에   같  본  MIC에 해 비 질 실리  결 한다. SiO2 등   캡핑 어(3)[0036]

에 니  등  매  착 또는 매   산시킨 후  열처리하 , 연막  매 

 연막  통하여 비 질 실리  산 고 그리고 산  매  실리사 드  한다. 비 질 실

리  막 에 는 니  실리사 드는 실리 과 똑같  결  격 상수  갖  에 비 질 실리

 결  핵  한다. 실리사 드에 해 결  실리 결  경(grain size)  실리사 드  양에

해 어  라  스 칭 트랜지스  층과 드라 빙 트랜지스  층에 하여 차별  실리

사 드  양 에 해 해당 층  결  도  어할 수 다.  실리사 드  양  비

질 실리  에  캡핑 어  께  하여 비 질 실리  산 는  매  도  

함  룰 수 다.

여 에  본  상  캡핑 어  께  통해  다  크  결  가지는 다결  실리[0037]

 한다.

도 2a  참 하 , 비 질 실리 (2) 에, 께가 다   (3a, 3b)  가지는 캡핑 어(3)가 어[0038]

다. 캡핑 어(3)  꺼운 (3a)  아래는 드라 빙 트랜지스 가   얇  (3b)  스
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칭 트랜지스 가  역 다. 본  다  실시 에   도 2B에 도시   같  캡핑 

어(3)  얇  (3b)  거  수 도 다. , 드라 빙 트랜지스 가  역에만 캡핑 어(3)가 

 수도 다. 본 에 , 캡핑 어(3)  꺼운 (3a)  께 t1과 얇  (3b)  께 t2는

t2>t1≥ 0  는 등식  만 한다. 

도 3a 내지 도 3e는 본 에 라, 결  크  달리하는  가지는 다결  실리   [0039]

하는 도 다.

도 3a에 도시   같 , 리 등  (1) 에  SiO2 등  착하여 층(1a)  하고  해[0040]

공지  에 해 비 질 실리 (2)과 SiO2 캡핑 어(3)  한다.

도 3b에 도시   같  상  캡핑 어(3) 에 캡핑 어(3)  얇  (23b)  가공하  한 도우[0041]

(5a)  가지는 마스크 (5)  한 후 도우(5a)  통해  캡핑 어(3)   에칭한다.

도 3c에 도시   같  상  마스크 (5)  거한 후 캡핑 어(3) 에 니  스 링한다. 에[0042]

니   태  캡핑 어(3) 에 착 다.

도 3d에 도시   같  열처리(Annealing) 과  통해 상  비 질 실리  다결  실리  변 한다.[0043]

열처리 과 에  캡핑 어(3) 에 착  Ni  캡핑 어(3)  통해 비 질 실리 (2)  산 어

술한  같  실리사 드 질  하고 는 비 질 실리 (2)  결 에 여한다.

도 3e에 도시   같  다결  실리 (2')  캡핑 어(3)  거하고    스플[0044]

 에 한다. 상  다결  실리 (2')  드라 빙 트랜지스  층   (2a)과 드라 빙

트랜지스  층    (2b)  가진다. 결과  본  에 라, 드라 빙 트랜지

스 에 하는  스 칭 트랜지스 에 하는 에 비해 큰 결 크  가진다.

상에  같  열처리 에 께가 다   가지는 캡핑 어에 니  스 링한 후 열처리함[0045]

캡핑 어  께 차에  니  산  차등 하고 라  차등  니  산에 한 실리사 드에 

해 비 질 실리  결 질 하여  결  크   달리하는 다결  실리  얻는다. 에 니

 산  도  차등 하  하여 는 캡핑 어  얇    거(t2=0)함 , 도 3F

에 도시   같  상   경  가지는 다결  실리  는 비 질 실리   역에

니  직  착 게 할 수 다. 한편 상  니  스 링   에 산  니  티클  산

체  수 다. 

도 4a  도 4b는 상  같  차등  니  산에 해 얻어진, 경  다  다결  실리  SEM 미지 다.[0046]

도 4a는 200 미크  경  가지는 다결  실리  보 , 도 4b는 10 미크  경  가지는 다결  실리

 보 다.

하에 는 상  같  에 한 상 한 경  다결  실리  스 칭 트랜지스   드라 빙 트랜지스[0047]

 갖는   스플   한 실시  한다.

도 5a에 도시   같 , , 리 또는 플라스틱   (11) 에 SiO2 층(12)  한다.[0048]

도 5b에 도시   같 , 상  층(11) 에 비 질 실리 층(a-Si, 12)  약 500 Å 도  께  [0049]

한다.  착  CVD 또는 PVD 가 , 람직하게는 PVD(Physical Vapor Deposition)  한다.

PVD 는 스 링 타겟  Si  한다.  가스는 50 sccm  Ar, 압  5 mTorr 도  다.

도 5c에 도시   같 , 술한 차등  니  산  해  실리사 드에 해 비 질 실리 층[0050]

(13)  결 하여  경  다결  실리  (13a)과 큰 경  다결  실리  (13b)  한다. 

과   들어 도 3a 내지 도 3e   할 수 다.

도 5d에 도시   같 , 건식 식각  등  공지  에 해 닝하여 스 칭 트랜지스  드라 빙 트[0051]

랜지스 에  실리  아 랜드(13a', 13b')  얻는다.   실리  아 랜드(13a', 13b')   폭

 4 미크  하  는 4 미크  상  결 한다.

도 5e에 도시   같  실리  아 랜드(13a', 13b')  는 게 트 연층(14)  한다.[0052]

도 5f에 도시   같 , 상  게 트 연층(13) 에 몰리브  또는 스  등  층(M or W)  착[0053]

또는 스 링  등  한 다   포 지스트  한 습식식각 에 해 닝하여 X 라 (Xs),
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연결 는 게 트(Q1g, Q2g)  리 커 시  하  극(Cma)  한다.

도 5g에 도시   같 ,   주  등에 해 상  게 트(Q1g,  Q2g)에 지 않  실리  아 랜드[0054]

(13a', 13b')  양측 에 P( )  주 하여 스 칭 트랜지스 (Q1)  스(Q1s)  드 (Q1d), 드라

빙 트랜지스  스(Q2d)  드 (Q2s)  얻는다.

에 행  공 에  드라 빙 트랜지스 가 N  도핑 어 는 경우 한 B+  도핑에 해 P[0055]

 다.  같  P+  B+  도핑  료  후 어닐링에 해 스 칭 트랜지스 (Q1)  드라

빙 트랜지스 (Q2)  다결  실리  한다.

도 5h에 도시   같 , 상  에 는 층  상 에 CVD  등  SiO2  착하여 ILD(14)[0056]

층  한 후 여 에 스 칭 트랜지스 (Q1), 드라 빙 트랜지스 (Q2) 등  택트  한  택트 (14a)

 한다.

도 5i에 도시   같 , 상  ILD(14) 에 층  한 후  닝하여, Y 라 (Ys), Z 라 (Zd),[0057]

스 칭  트랜지스 (Q1)  드  극(Q1de)   스  극(Q1se),  드라 빙  트랜지스 (Q2)  드  극

(Q2de)  스 극(Q2se), 리 커 시 (Cm)  상  극(Cmb) 등  한다.

도 5j에 도시   같 , 상  층 에 SiO2 2 연막(17)  한 후, 여 에 드라 빙 트랜지스 (Q2)[0058]

드  극(Q2de)  하는 택트 (17a)  한다.

도 5k에 도시   같  상  2 연막(17) 에 ITO 등  도  질층  한 후  닝하여 OLED[0059]

 애 드(An)  한다.

도 5l에 도시   같  상  층 에 3 연층(18)  한 후 OLED 역에  상  ITO 애 드(An)가 [0060]

는 도(18a)  한다.

도 5m에 도시   같 , 상  3 연층(18)  상  ITO 애 드(An)  체에 공수 층(HTL)  한[0061]

다.

도 5n에 도시   같 , 상  공수 층(HTL) 에 층(EM), 수 층(ETL)  순차  한다.[0062]

도 5o에 도시   같  상  수 층(ETL)  포함하는 층  상 에 OLED  캐 드  공통 극(K)과[0063]

그  4 연층(19)  하여 하는 스플  얻는다.

 에 는  동하는 트랜지스   커 시  과 에 해  었는 , 본 에 [0064]

 에 경  다  스 칭 트랜지스   드라 빙 트랜지스  하게 다.

에   본    스플 는 탑게 트 막트랜지스  하는 것 나 본 [0065]

다  실시 에  층  하 에 게 트가 치하는  게 트 막트랜지스  하 ,  

  하게  수  청 항에 재  들  술   한하지 않는다.

     과

상  같  본 에 ,   스플  계함에 어  스 칭 트랜지스  드라 빙 트[0066]

랜지스   건에 할 수 다. , 본 에 해 경  다  다결  실리  아 랜드  얻

 동도 층  에  누  스 칭 트랜지스  그리고 고 동도 층  에  빠

답  동  가지는 드라 빙 트랜지스  할 수 다.

러한 본     스플  다결  실리  막트랜지스    스[0067]

플   그 에 합하다.

러한 본원  해  돕  하여   실시 가 고 첨  도 에 도시 었 나, 러[0068]

한 실시 들  단지   시하고  한하지 않는다는  해 어야 할 것 , 그리고 본 

 도시 고   열에 한 지 않는다는  해 어야 할 것 , 는 다양한 다  수  당

야에  통상  지식  가진 에게 어날 수  다.

도  간단한 

도 1a 내지 도 1c는 본 에    스플  에 어  비 질 실리  다결  [0001]
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 보 다.

도 2a  도 2b는 본 에  비 질 실리  결  에  차등   산에 한 실리사 드 [0002]

 보 다.

도 3a 내지 도 3f는 본 에  비 질 실리  결   보 는 공 도 다.[0003]

도 4a  도 4b는 본 에 해 차등  결  다결  실리 막  SEM 미지 다.[0004]

도 5a 내지 도 5o는 본 에    스플  공   보 다.[0005]

도

    도 1a

    도 1b

    도 1c
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    도 2a

    도 2b

    도 3a
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    도 3b

    도 3c

    도 3d

    도 3e
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    도 3f

    도 4a

    도 4b
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    도 5a

    도 5b
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    도 5c

    도 5d
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    도 5e

    도 5f
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    도 5g

    도 5h
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    도 5i

    도 5j
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    도 5k

    도 5l
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    도 5m

    도 5n
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    도 5o
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